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１．概要（Summary） 

回転型可変焦点メタレンズを MEMS アクチュエータと

集積化することでメタレンズの薄さを生かした素子が製作

できる。そこで本研究では SOI 基板を用いて中央のステ

ージを±10 度回転できるような静電回転ステージの製作

を目指した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速シリコン深掘りエッチング装置 
【実験方法】 
岩見研究室において 20×20 mm の SOI 基板にフォトリ

ソグラフィによって膜厚 1.4 μmのレジストマスクを作製し

た。これをマスクとして高速シリコン深掘りエッチング装置

による 15 μmの Deep reactive ion etching (Deep 
RIE) を行った。このとき共用レシピである fred14-06 を

用いて 27cycle 実施した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Deep RIE まで行った SOI 基板の様子を Fig. 1 に示

す。(a)~(c)はそれぞれ露光量が異なる。露光量によって

寸法が変化することが分かった。そして 20~25 mJ/cm2の

露光量が適していることが分かった 
 

 

 

 
 

 
Fig.1 Photograph of SOI substrate  
after Deep RIE : (a) 30 mJ/cm2, (b) 25 mJ/cm2,  
(c) 20 mJ/cm2 
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